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１．概要（Summary） 

pn接合を形成した Si基板に対して共振器長が非常に

長い導波路構造を作製し、Si によるレーザー発振かつ、

従来よりも低しきい値電流密度で発振を可能とさせようとし

ている 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高密度汎用スパッタリング装置、精密研磨装置、ス

テルスダイサー、ブレードダイサー 

【実験方法】 

デバイス構造作製にはプラズマスパッタ装置、研磨

装置、ダイシング装置を利用した。プラズマスパッタ

装置により電極の形成を行い、研磨装置によって導波

路厚みを削減した。導波路の分離にはステルスダイシ

ング装置、又はブレードダイサーを用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

目的の導波路構造（Fig. 1）を作製し、レーザー動

作を確認した。レーザー特性を評価したところ、従来

と比較して大出力かつ大幅なしきい値電流密度の低

下を実現し、目的を達成することに成功した。 

 

 

Fig. 1 Fabricated Si waveguide 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 
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６．関連特許（Patent） 
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